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はじめに：窒化物多結晶を用いた薄膜サーミスタは、高速熱応答性、平坦性、軽量化、狭い隙間

や曲面への挿入や設置、折り曲げ環境下での使用などの特性を持つ。この特性により、従来の酸

化物多結晶を用いたバルクサーミスタよりも幅広い環境での利用に期待できる。現在、Ti 組成の

低い六方晶 TiAlNでは高い B定数が得られている。[1] 本研究では、比較的導電性が良い Ti組成

の高い立方晶 Ti1-xAlxN において、10 Kから 295 Kまでのホール効果測定を行い、立方晶 TiAlNの

電気伝導特性を解明したので報告する。 

実験：熱酸化膜付 Si基板上に、Al組成の異なる 3種類の Ti1-xAlxN (x = 0.5, 0.6)を RFスパッタリ

ング法及び AIP 法を用いて成膜し、電気的特性の評価を行った。 

結果と考察： ホール効果測定により、すべての TiAlN は p型伝導を示した。Fig. 1 に抵抗率の温

度特性を示す。RFスパッタ法で成膜した Ti0.4Al0.6N の抵抗率とその温度依存性が大きいことが分

かる。また、正孔濃度の温度特性から、低温領域ではホッピング伝導 [2] 、高温領域では価電子

帯の正孔による伝導が支配的であることを明らかにした。次に、RF スパッタ法で成膜した

Ti0.4Al0.6N の移動度の温度特性を Fig. 2 に示す。高温領域では移動度がばらついてしまったため、

正孔の活性化エネルギーにより移動度を補正した。補正したデータを赤い点で示している。すべ

ての TiAlN において、低温領域では移動度が温度とともに減少する傾向を示した。これに対して、

高温領域では Ti0.4Al0.6Nの移動度は温度ともに増加し、熱活性型を示した。これは、多結晶 TiAlN

間の結晶粒界 [3] がキャリアの障壁層となっており、正孔の移動に対する高いバリア障壁が存在

する可能性を示唆している。 
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Fig.2: Temperature dependence of hole 

mobility (RF-sputtered Ti0.4Al0.6N). Fig.1: Temperature dependence of electrical resistivity. 
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